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OEM: Texas Instruments Transistor TIXS39 Datasheet

NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor TIXS39

Fir VHF- bis Mikrowellen-Anwendungen
Ideal fiir Breitband- und CATV-Verstérker

* Mechanische Daten
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* Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung v
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) oV
Emitter-Basis-Spannung 2y
Dauver-Kollektorstrom 200 mA,
Daver-Verlustleistung bel (oder darunter) Ty = 25 °C (Bem. 2) 720 mW
Dauer-Verlustleistung bel {oder darunter) Tg = 25 °C (Bem. 3) aw
Lagerungs-Temperaturbereich —65°C bis +200°C
Temperatur der Anschlisse 1,6 mm vom Gehduse (10 s) 300 °C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2, Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 4,8 mW/*C.
3. Lineare Abnahme bis Tg = 175 °C mit 20 mW/*C.

* JEDEC registriert
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OEM: Texas Instruments

Transistor TIXS39

Datasheet

* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min typ max Einh*
Ummycno Kollektor-Basis- I = 100 wA, g =0 20 v
Durchbruchspannung
Ummyceo Kollektor-Emitter- lo = 10 maA, =0 (Bem, 4) 20 v
Durchbruchspannung
UieryEro Emitter-Basis- g = 100 A, Ic=0 2 v
Durchbruchspannung
lems Kollektor-Emitter-Reststrom Ugg = 15V, Upg = 0 05 pA
Upg = 16 ¥, Upg = 0, Ty = 150 °C 50 e
Igro Emitter-Basis-Reststrom Ugs =1V, le=0 10 pA
hre Gleichstromverstérkung Uge = 10V, lg = 50 mA 20 200
hz1e Kleinsignal-Stromverstérkung Ueg = 10V, g = 50 mA, f=1kHz 20 200
Ihanel Kleinsignal-Stromverstirkung Ugcg = 10V, g = 20 mA, f=100MHz & 9 16
Uce = 10V, lo=5mA, f=100MHz & 10 20
Con Leerlauf-Ausgangskapazitdét Uce =10V, g =0, f=1MHz [ pF
n'Ce Kollektor-Basis-Zeitkonstante Ugp = 10V, Ig = —60maA, =798 MHz 6 10 ps
Bemerkungen:

4, ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite < 300 ws, Tastverhdltnis = 2%.
Mazx, Oszillations-Frequenz kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

fmax (MHz2) am:u:.l/lhn“!|>< =
ma - (Nate] X Tmess. (MH2)

o’ Ce (pS)
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OEM: Texas Instruments Transistor TIXS39 Datasheet
* Arbeitswerte bel Ty = 26°C
Parameter Prifbedingungen Typ Einh.
Ve Grofisignal-Leistungsverstarkung Uge=10Y, lg=50mA, f=200MHz 13 dB

in Emitterschaltung

Pausg = 100 mW (Bild 1)

* MeBinformation
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Bild 1 — Priifschalfung zur Messung der Leistungsverstirkung bel 200 MHz

* JEDEC registriert.
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